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(57) Abstract: The invention relates to a method for pulling from a melt a single crystal of silicon in accordance with the Czochralski
method, the single crystal having a resistivity of not more than 20 mQcm, the method comprising: pulling a first portion of a thin neck
at a first pulling speed, because of which the diameter of the first portion of the thin neck tapers, in comparison with the diameter of
a seed crystal, at a rate of not less than 0.3 mm per mm of length of the thin neck to a target diameter of not more than 5 mm; pulling
a second portion of a thin neck at a second pulling speed of less than 0.2 mm/min over a time period of not less than 3 min, without
the diameter of the second portion of the thin neck increasing to more than 5.5 mm; and pulling a third portion of the thin neck at a
third pulling speed of more than 2 mm/min.
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Zichen eines Einkristalls aus Silizium, der einen spezifischen Widerstand von nicht mehr als
20 mQcm aufweist, gemah der Czochralski-Methode aus einer Schmelze, umfassend das Ziehen eines ersten Abschnitts eines Diinnhal-
ses mit einer ersten Ziehgeschwindigkeit, aufgrund derer sich der Durchmesser des ersten Abschnitts des Diinnhalses im Vergleich zum
Durchmesser eines Keimkristalls mit einer Rate von nicht weniger als 0,3 mm pro mm Lénge des Diinnhalses auf einen Zieldurchmesser
von nicht mehr als 5 mm verjiingt; das Ziehen eines zweiten Abschnitts eines Diinnhalses mit einer zweiten Ziehgeschwindigkeit von
weniger als 0,2 mm/min iiber einen Zeitraum von nicht weniger als 3 min, ohne dass sich der Durchmesser des zweiten Abschnitts des
Diunnhalses auf mehr als 5,5 mm erhéht; und das Zichen eines dritten Abschnitts des Diinnhalses mit einer dritten Ziehgeschwindigkeit
von mehr als 2 mm/min.



